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На сьогоднішній день потрійні напівпровідникові оксиди (Cd2SnO4, 

Zn2SnO4, In2CdO4, In2Sn4O12) є перспективними з огляду широких 
можливостей використання у якостi вiконних шарiв сонячних елементiв. 
Станат цинку (Zn2SnO4) зарекомендував себе як альтернатива бiнарним 
оксидам (In2O3, SnO2, ZnO) через низьку вартiсть отримання та вiдносно 
високий показник перетворення енергiї. Так для сонячних елементiв на базi 
активних поглинаючих шарiв CdTe/CZTSe ефективнiсть перетворення енергiї 
збiльшилася з 13,5% зi струмознiмальним шаром SnO2, i до 15.8% при 
Zn2SnO4, що тiльки пiдтверджує перспективнiсть обраного напрямку 
дослiджень. Однак через маловивченiсть Zn2SnO4 постала проблема 
контролю їх властивостей, обумовлених фiзико-технологiчними параметрами 
осадження. 

Хiмiчним методом спрей-пiролiзу, що передбачає конденсацiю з рiдкої 
фази, були осадженнi тонкi шари Zn2SnO4. З’єднання станат цинку 
отримували при рiзнiй температурi пiдкладки Ts = (250 − 450)ºC та сталiй 
концентрацiї Zn та Sn, у вiдношеннi 1:2. Джерелом Sn та Zn виступали 0,25 M 
пентагідрату тетрахлориду олова і 0,5 M гексагідрату нітрату цинку та 
декілька крапель HNO3, у якості розчинника виступала дистильована вода, на 
кожен реагент, крім азотної кислоти, її приходилося по 10 мл. Плівки були 
осадженні на скляні підкладки, що попередньо очищувалися етанолом та 
водою за допомогою ультразвукової ванни.  

Дослiдження морфологiя поверхнi проводилися з використанням 
мікрофотографій отриманих за допомогою скануючого електронного 
мікроскопу Hitachi S-4800 та атомно-силового мікроскопу NT-MDT в 
напівконтактному режимі вимірювання. Товщина плівок була визначена 
шляхом фотографування поперечного перерізу плівок. 

Результати дослiджень показали, що ріст плівок відбувався пошарово, а 
розмір їх зерен визначався температурою підкладки. Отримані 
мікрофотографії дали змогу оцінити шорсткість поверхні тонких шарів. Така 
особливiсть вiдображає структурнi змiни не тiльки у плiвцi, але й на границi 
роздiлу фаз плiвка-пiдкладка. 

Таким чином, мiкрорельєф отриманих плiвок досить неоднорiдний, що 
пiдтверджується наявнiстю зерен з нечiткими границями. Завдяки 
встановленним фiзико-технологiчним режимам було дослiджено характер 
змiни морфологiї поверхнi Zn2SnO4 при рiзнiй температурi пiдкладки. А 
також встановленi оптимальнi параметрами отримання плiвок станат цинку 
для подальшого використання у якостi вiконних шарiв в сонячних елементах 
третього поколiння. 

 


